Краевые дислокации несоответствия в эпитаксиальных напряженных пленках полупроводников с решеткой сфалерита и алмаза: образование и участие в пластической релаксации.
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[image: image1.emf]На примере наиболее  изученной системы Ge/Si(001), а также InAs/GaAs(001) и Ge/InGaAs/GaAs(001) рассмотрены все известные на сегодняшний день механизмы образования краевых дислокаций несоответствия (ДН) в эпитаксиально выращенных пленках напряженных полупроводников с решеткой сфалерита и алмаза. В большинстве случаев краевые ДН образуются в процессе роста пленки в результате взаимодействия двух параллельных 60º-ных ДН, распространяющихся в зеркально отклоненных плоскостях скольжения {111} по следующей реакции
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На Рис. 1 схематично представлено взаимное расположение реагирующих дислокаций в восьми системах скольжения.
Основным путем, способствующим облегчению преобразования 60º-ных ДН в 90º-ные, является создание условий для интенсивного образования таких парных (комплементарных) 60º-ных ДН. Установлено, что такими условиями является малая толщина введения дислокаций (10 – 20 нм), что реализуется при относительно большом несоответствии параметров решеток пленки и подложки (f ≥ 1,8%). В этих условиях реализуется механизм наведенного зарождения [1], при котором зародившаяся 60º - ная дислокация провоцирует появление вторичной комплементарной дислокации. Вторичная дислокация имеет винтовую компоненту противоположного знака, компенсирующую винтовые искажения от первичной ДН, что обеспечивает выигрыш  в энергии упругого искажения решетки. 

Литература
1. Bolkhovityanov YB, Deryabin AS, Gutakovskii AK, Sokolov LV. Mechanism of  induced nucleation of misfit dislocations in the Ge-on-Si(0 01) system and its role in the formation of the core

structure of edge misfit dislocations //Acta Materialia 2013;61:617
Рис.1. Восемь систем скольжения для 60º-ных дислокаций, участвующих в пластической релаксации сжатых пленок GeSi на Si(001). в- ЭМ изображениие. г – основные плоскости в рассматриваемых полупроводниках. b – вектор Бюргерса.








